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ETUDE DES CARACTERISTIQUES D'UN TRANSISTOR NPN

PRESENTATION DU COMPOSANT

Le transistor bipolaire NPN comporte trois bornes:
v B: base;
v C: collecteur;
v E: émetteur.

Il se présente sous différente forme de boitier.
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MONTAGE POUR TRACER LA CARACTERISTIQUE

Le montage permet de relever les caractéristiques statiques d'un transistor NPN

R 10ka (A

R,=100Q oo i R

Vv
SN UCIC) 10V

Le constructeur indique les valeurs limites du composant:
v I, :courant collecteur maximal;

v Vg, :tension collecteur-émetteur maximale;
v P, :puissance maximale pour une température de boitier de 25°C.

La puissance consommeée par le transistor est fonction des grandeurs d'entrée ( 15 , Ve )etde
sortie ( Lo, Ve ).
Généralement on fait I'approximation suivante:

Py = Iy Vg + 1o . Vg = Ic . Vg
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CARACTERISTIQUE D'ENTREE ET DE TRANSFERT EN COURANT

1. En modifiant la tension Uy de0a5V,releverlavaleurde I, ,lecourant I, etla
tension Vg .

2. Faites une vingtaine de mesures

EXPLOITATION DES MESURES
3. Tracer la caractéristique I, =f( I ). Modéliser la courbe.

4. Tracer la caractéristique Iz =f( Vg ). Cette caractéristique est identique a un

composant déja étudié: lequel ? ........occeeviiiiiiiiiiiiineen,

5. En déduire (sur la partie rectiligne) la résistance interne R et la tension de seuil (
VBE() )
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